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La presante invención ae refiara a un condensa 
dor eléctrico, dal tipo* que comprende capas de dieléctrico 
dotado ai menos por un lado con capas metálicas como forros 
metálicos, constituidas por tereftalato de polietiieno parcial 
mente cristalizado, pre-contraido, en al que se han conecta? 
do de forma eléctricamente conductora los forros metálicos 
alternativamente con capas metálicas de polos opuestos dis­
puestas sobre las superficies frontales del cuerpo del condené}*
sador, especialmente por encajado, y en el que las capas dait*.* +
dieléctrico se han dispuesto en forma de un apilado ó se han 
conformado a modo de un devanado aplanado por compresión* 4,

La presente invención se refiere además e un 

procedimiento para ia fabricación de un condensador para el
+ %

empleo a modo da elemento componente de chip susceptible de. .
* +

ser soldado por estañado, en el que se forman cuerpos del con­

densador en forma de un devanado cilindrico constituido por *
capas de dieléctrico metalizadas ai menos por un lado, de 
tereftalato da polietiieno parcialmente cristalizado, que, a 
continuación, se conforman en forma en si concocida a modo 
de un devanado aplanado por compresión, después de lo cual 
se disponen en las superficies frontales capas metálicas para 
el contactada de los forros metálicos dispuestos alternati­
vamente sobre las capas dal dieléctrico.

*

Le presente invención se refiere además a un 
procedimiento para la fabricación de un condensador, espe­
cialmente para el empleo como elamento componente de chip, 
en el que se apilan sobre un tambor en forma de un condensa­
dor de partida bandas metalizadas al menos por un lado, da 

tereftalato de polietiieno, especialmente con corte marginal 

ondulado y el condensador de partida se trocea perpendicular-
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mente con respecto a los planos de las capas en ios condensa­
dores individuales deseados, disponiéndose en caso dado sobre 
un número de capas de dieléctrico púa forman al menos un con­
densador madre y forros metálicos, capas intermedias inactivas 
capacitivamente y sobre las mismas nuevamente las capas de 

dieléctrico capacitivamente activas con ios forros metálicos
para al condensador madre siguiente y el condensador de par-

****'tlda asi formado se dota con capas de contacto frontales, a 
continuación, aún sobre el tambor se recuece aproximadamente** 
a 150°C con el compactado que se verifica concomítantemente 
por contracción y, adamante entonces, se trocea en la zona 
de lea capas intermedias y en la dirección perpendicular a 
las mismas en los condensadores individuales deseadas. * *<* + +Condensadores an al sentido de la presente ***

invención son tanto condensadores aplanados por compresión ***
* tcomo condensadores apilados o estratificados, del modo en que*', 

aon en si conocidos.
Mientras qua existe un gran número de oubiica- 

cionea para condensadores devanados aplanados por compresión 
y para au fabricación, de forma que es innecesaria una cita

detallada da la literatura, se han descrito condensadores api­
lados ó estratificados en el sentido de la presante invención 
y su fabricación por ejemplo en la OE-PS I.764.541 (correspon­
diente a las US-PS 3.670.378 y 3.728.765). Estos condensadores 

se han fabricado haata el presante en un número muy elevado 

de piezas (diariamente hasta ó por encima de 1 millón de pie­

zas) y se encuentran también en al mercado.

Otro tipo de condensadores apilados ó de con­
densadores estratificados, al que hace referencia igualmente 
la presente invención, se describe en la solicitud de patenta
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P 33 42 329.6,. solicitada el 23 de noviembre da 1983. Estos 
condensadores se han configurado de forma bifilar en contra 
de lo que ocurre con loa otros condensadores usuales apilados 
ó bien estratificados y, por lo tanto, de baja inducción. Un 
condensador de este tipo se ha representado en la figura 3 ad­
junta y se explicará junto con la descripción de las figuras.

Los condensadores eléctricos conocidos son 
tereftalato de polietileno como dieléctrico se han acreditada***!* 
debido a las propiedades dieléctricas y eléctricas especial-^J' 
mente buenas de este dieléctrico en la práctica en una gran me 
dida.

Sin embargo cuando as preciso fijar tales con­
densadores a modo de elementos componentes de chip sobre las

+ *<
placaa de conexión de circuitos impresos, se presentan difi-, 1  

cuitadas que consisten en que, debido al calor de la soldadu-** 
ra por estañado liquido, que presenta temperaturas de 260^C 

como máximo, con la que entran en contacto diracta ó indirec­
tamente durante un lapso de trompo de 10 segundos, se presentan 
modificaciones del dieléctrico, tales como, por ejemplo, una 
contracción adicional, deformación del cuerpo del condensa­
dor, desgarrado da las capas metálicas aplicadas y modificación 
del comportamiento dieléctrico (factor da pérdida, constante 
dieléctrica), de forma que había que desistir hasta el presen­
te de emplear en tales casos a condensadores con dieléctrico 
cerámico, ó proteger los condensadores eon dieléctrico de me-

a
n i * *+' +

terral sintético de forma especial y constructivamente costosa, 
antes del efecto del calor.

En 1# construcción de condensadores apilados 
ó blén estratificados sobre un tambor se plantean otros pro­
blemas, que consisten en que, en el momento del bobinado da
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varios condensadores madre (anillos) de forma superpuesta so­
bre el tambor la presión de dauanado disminuye desde el inte­
rior hacia el exterior y también en el momento del recocido 
de los condensadores para su compactado, los condensadores 
madre situados más hacia el interior (anillos) quedan someti­

dos a una presión mayor provocada por el proceso de contrac­
ción. Los condensadores madre externos presentan, como consa-

*
cuencia de la preáión menor en el condensador de partida co<K*?** 
pactado, reducidas capecrdedee que son, en parte, eenerbie—+̂ + * 
mente menores que, por ejemplo, en el condensador madre más 
interno, pudiéndo alcanzar estás desviaciones hasta el 20%.*.*+,- 
Estas dificultades se presentan fundamentalmente cuando se 
emplean capas de dieléctrico muy delgadas, por ejemplo con un , 
espesor de 3 /um é inferior. Con al fin de compensar la menor?.
capacidad da ios condensadoras individuales procedentes de *'*

, * *lo a  condensadores madre situados en la parta externa, sa man^***
*. *

tiene hasta ahora mayor la longitud de tales condensadores en**,
el momento del troceado del condensador madre*

La presente invención tiene por objeto propor­
cionar un condensador eléctrico que sea menos sensible a la 
temperatura, especialmente cuando se emplee como elemento com­
ponente de chip, cuyo margen de temperatura de empleo puede 
llegar hasta temperatura da 200^C y en cuya fabricación a modo 
de condensador estratificado ó bien apilado pueda reducirse 
a un mínimo ó puede eliminarse si es* posible por completo la 
diferencia de los valores de capacidad entre los anillos in­
ternos y externos. La presente invención tiene además por ob­

jeto procedimiento para la fabricación de tales condensadores.
Para resolver esta tarea el condenaador eléc­

trico dei tipo indicado al principio según la presente inven-
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ción se caracteriza porque el grado de cristalización de las 
capas del dieléctrico de tareftalato de oolietileno asciende 
al menos al 50%, especialmente al 55% como mínimo, medido por 
análisis térmico diferencial para la determinación de la en­
talpia del punto de fusión.

El método para la determinación da la entalpia 
del punto de fusión por análisis térmico diferencial es sufi­
cientemente conocido y de uso geneEal.

Según la presente invención al empleo de un 
condensador de este tipo como elemento componente de chip es 
especialmente característico porque pfuede fijarse mediante sá^ 

dadura por estañado sobre placas da conexión de circuitos im­
presos, y, en este caso se aplica al calor de la soldadura por 
estañado líquida, que presenta una temperatura de 260°C como. <** 4?

*  *máximo, durante un lapso da tiempo de aproximadamente 10 se- 
gundos.

El procedimiento para la fabricación de un con 
densador bobinado aplanado por compresión del tipo citado al 
principio para la solución de la tarea según la presenta in­
vención se caracteriza porque el devanado plano dotado con las

capas metálicas se someten a un tratamiento térmico adicional? 
en el que la temperatura se aumenta desde la temperatura am­
bienta hasta una temperatura final de 200 a 250°C en un es­
pacio de tiempo de 1 a 5 horas y esta temperatura final se man, 
tiene durante un tiempo de 1 a 65 horas con la condición de 
que la magnitud del tiempo de mantenimiento es inversamente 
proporcional a la temperatura final, de forma que se alcance 
el grado de cristalización deseado de al menos el 50%.

El procedimiento para la fabricación de un

condensador apilado & estratificado del tipo indicado al prin-

**1 **P"
*
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ciplo para la solución de la tarea según la presente invención
se caracteriza porque los condensadores individuales troceados
se someten a un tratamiento térmico adicional en el que la
temperatura se aumenta desde la temperatura ambiente hasta una
temperatura final de 200 a 250°C en un espacio de tiempo de*..

I a 5 horas y asta temperatura final se mantiene durante un
tiempo de 1 a 65 horaa con la condición de que la magnitud del

tiempo de mantenimiento es inversamente proporcional a la tem**
*wperatura final, de forma que se alcance el grado de cristalir^ *: 

zación deseado del 50% al menos.
Preferentemente se lleva a cabo el tratamiento ; 

térmico bajo gas protector inerte (nitrógeno, argón, helio) ó 
en vacío. ,

+  * + C *

Además as ventajoso que el tiempo de manten!^-
* . *

miento en el tratamiento térmico ascienda a 2 horaa y la tam-. * .  *
Iperatura final a 249°C y que se alcance de este modo un grado* ^
**'<*de cristalización superior al 50%.-

Mediante la presente invención se resuelve 

satisfactoriamente la tarea en la qua está basada, tal como sa 
explica a continuación.

En la obtención de los condensadoras, en si 
conocidos se emplean láminas de tareftalato de polietileno en 

forma de bandas, que presentan un grado de cristalización ini­
cial del 40% aproximadamente. Mediante ia contracción previa 
acaecida durante el moldeo del devanado aplanado por compre­

sión ó durante el compactado del condensador de partida cons­
tituido por una pluralidad de condensadores madre, sobre el 
tambor por efecto de la temperatura no aumenta este grado de 
cristalización ó solamente lo hace de forma insensible. Esta 
proporción de cristalitas en ai dieléctrico da material sintá-
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ticotico permita una buena elaboración del mismo debido a su 
especial flexibilidad. Sí se aumentase al 50% ó superior el 
grado de cristalización antes de la elaboración, la eiaborabi- 
lidad sería difícil ó ya no podría garantizarse.

Por otro lado un grado de cristalización de­

masiado bajo en el condensador terminado hace c;ue ae produzca 
por efecto del calor durante el proceso de soldadura por es­
tañado cuando se emplea como elemento componente de chip, *̂**̂  
un proceso súbito de contracción, que conduce a loa inconvejéj*( 
nientaa áiptariarmente citados, especialmente cuando la sol­
dadura por estañado presente temperaturas de hasta 260^C y ^ 1 ! 

proceso de soldadura por estañado dure 10 segundos, como es 
usual. i**t,+ *

Oe forma sorprendente se ha observado que ma-n
diante el tratamiento térmico adicional y el aumento del grad#
de cristalización que puede alcanzarse da este modo, las capáis*. ^
del dieléctrico en el condensador adquieren una estructura 

cristalina que ae opone a un proceso súbito de contracción. 
Además el tratamiento térmico se efectúa prácticamente hasta 
solo 1 ó 2 grados por debajo de la temperatura de fusión de 

teraftalata de polietileno. Hedíante el calentamiento relati­
vamente lento haata esta temperatura y al mantenimiento a 
esta temperatura resulta una estructura que se opone al efec­
to súbito de la temperatura durante el proceso de soldadura.

En la fabricación de condensadores apilados 
ó bien estratificados sobre un tambor se añade como otra van- 
taja especial el que la tolerancia de la capacidad función de 
la posición del condensador madre en el condensador de parti­
da, desaparece prácticamente. La ventaja se preaenta de forma
que pueden cortarse condensadores individuales prácticamente
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de la misma longitud tanto da condensadores madre situados en 
las proximidades del tambor como de condensadoras madre situa­

dos en las capas mas externas, de forma que con volúmenes pré 
ticamente igualas resultan capacidades casi idénticas ó la ma­
yoría de las veces incluso idénticas. Esto no ocurría has-ta 
el presente, como se ha indicado anteriormente, yá que ios 
condensadores de las capas méy externas tenían que ser siem­

pre algo más largos que los condensadores de las capas más in­
ternas.

Sorprendentemente se ha revelado como ventajoso
. * * **ademas que el factor da perdida, que en los condensadores corro-*

cidos sin tratamiento térmica adicional a I KHz estaba compren
* —3 —3 * 'dido en el margen de 4 x 10 y 5 x 10 , se reduce ahora apfo.*

ximadamente a la mitad, as decir que el factor de pérdida as­

ciende aproximadamente a 2 x 10*^ hasta 3 x 10**̂ . ...J.
Para la protección de efectos químicos debidos *

al agente líquido de soldadura por estañado y de los deterged**!.. . . .
tes, que se requieren en el equipamiento de ios circuitos *. '
estratificados, pueden dotarse los condensadores con un re­
vestimiento que deje libre la superficie para la soldadura por 
estañado. Es esoecialmente ventajoso el empleo de cuerpos de 
condensador tratados térmicamente de la presente invención come 
elemento componente de chip sí se dotan con alimentaciones da 
corriente y con un revestimiento como se ha descrito en la 
solicitud de patente alemana de la misma fecha de prioridad 
P 34 12 492.6 de la solicitante.

La presente invención se explica a continua­

ción por medio de ios ejemplos de realización y de las figuras 
adjuntas.

La figura 1 muestra un condensador apilado ó 
bién estratificado de un tipo constructivo usual.
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La figura 2 muestra un condensador con un de­
vanado aplanado por compresión a modo de cuet?o del conden­
sador.

Las figuras 4, 5 y 6 muestran de forma ajam­

plificativa la disposición de ios forros smetálleos sobra las 
capas del dieléctrico.

La figura 7 muestra un diagrama tiempo-temp¿
ratura para el tratamiento térmico adicional.

La figura 8 mueatra un diagrama en el gue sa...*<
ha representado la dependencia de la capacidad de la posición.... '
del condensador madre an al condensador da partida.

La figura 9 muestra un diagrama en el que ;
ha representado la modificación relativa de la capacidad en
función de la temperatura del tratamiento térmico y

La figura 10 muestra un diagrama en el que se*
* * <

ha representado la dependencia del factor de pérdida de la '.* * *
temperatura del tratamiento térmico. *..***

.. 'En la figura Isa ha representado el cuerpo **! 

del condensador 7 a modo de condensador apilado ó bien estra­

tificado. El cuerpo del condensador 7 asta constituid* por 
capas de dieléctrico 3 y 4 dispuestas de forma superpuesta 
entre si, que estén dotadas al menos por uq lado con capas 

mat&licas qua sirven a modo da fqrros metálicos i y 2.
Sobre las superficies frontales 5 y 6 del 

cuerpo del condensador 7 se han dispuesto capas metálicas 10 y 
1 1 , por ejemplo mediante el procedimiento en si conocido de 
encajado, que sirven para unir de forma conductora da la elec­
tricidad los forros metálicos 1 ó bien 2 alternantes que lle­
gan hasta las superficies frontales 5 ó bien 6.

30 En la figura 1 se han mostrado además capas de
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cobertura 20 y 2 1, que ae forman bien por la interposición du­
rante la fabricación o que sa han aplicado a modo de capa#

3

10

13

20

25

de devanado adicionales sobre los condensadores madre.
En la figura 2 se ha mostrado un condensador 

eléctrico, cuyo cuerpo del condensador 9 se ha representado 
a medo de devanado aplanado por compresión. También en este 
condeoeedor están contenidos los forros metálicos no mostra­
dos en la figura 2 y llegan alternativamente hasta las su­
perficies frontales 12 y 13, sobre ios que se han aplicado .
capas metálicas 14 y 15 para la conexión eléctrica y para eJ?.

J*
contactado externo.

En la figura 4 se ha mostrado esquemáticamente, 
que los forros metálicos 1 ó bien 2 se han aplicado únicamen-*' 
te sobre un lado da cada una de las capas dai dieléctrico 3 ó 
bien 4+ *****

* se
En la figura S se ha mostrado que las caoasf .* .<?

* ***** del dieléctrico 3 se han dotado sobre ambos lados con capas...*..
metálicas i ó bien 2 discurriendo el recubrimiento metálico*..] 
1 respectivamente hacia el lado izquierdo frontal y el recu­
brimiento metálico 2 respectivamente hacia el lado derecho 

frontal y se han unido de forma eléctricamente conductora en 
aquel punto por medio de capee metálicas 10 ó bien 1 1 . Lae 

capas del dieléctrico 4 no presenten capas metálicas, sin em­
bargo son dieléctricamente activas dado que se han dispuesto 

en el recinto del campo.
En la figura 6 se han mostrado igualmente

30

capas de dieléctrico dotadas por ambos lados con recubrimien­
tos metálicos, estando en contacto físico mutuo sin embargo 
respectivamente forros metálicas de la misma polaridad 1 ó 
bien ?. Por medio de los capas metálicas 10 ó bien 11 se coñac,



tan de forma conductora de la electricidad entre sí ios forros 
metálicos de la misma polaridad 1 ó bien 2 de las caoas indi­
viduales del dieléctrico.

Los tipos de devanados representados an las 

figuras 4 at6 de láminas metalizadas son en sí conocidos. No 

se reivindica una protección separada para estas realizaciones,
El condensador apilado ó bien estratificado 

mostrado en la figura 3 que se ha descrito en detalle en la 
solicitud de patente alemana P 33 42 329.6, está constituido ; 

por uh apilado consolidado 8 de capas de dieléctrico apiiada§*.me# *
entre sí, dotadas respectivamente con una capa metálica a modo
de forro metálico y presenta en uno de sus lados menores una ,

* **. 'incisión 22 a través da la cual reciban las capas individua- *' 
les de dieléctrico resaltes 23 y 24. Sobre estos resaltes 
están interrumpidas de capa en capa ios forros metáiicoa me-**"e e i
diante tiras aislantes 25 y 26, de tal forma que los forros 
metálicos representan forros metálicos alternantes de capa 
en capa de poioa opuestos, que se encuentran sobre las capa&*.,^ 
del dieléctrico y sobre las superficies formadas por los re­

saltes 23 y 24, que se han unido entre sí da forma conductora 

de la electricidad por media de capas metálicas 18 ó bien 19 
sobre las superficies frontales 16 ó bien 17 de los resaltes 
23 ó bián 24. .

Sobre las capas metálicas 18 ó bien 19 se han 

aplicado bien capas susceptibles de soldarse por estañado, 
que rodean en cierta medida ios resaltes 23 6 bien 24, ó se 
han aplicado capas metálicas 28 susceptibles de soldarse por 
estañado, que están unidas únicamente con las capas metálicas 
18 ó bien 19. Las capas metálicas 27 ó bien 28 sirvan para la 
conexión eléctrico y mecánica del condensador 8 a modo de chip
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con la superficie de contacto de la placa de conexión, pudién­
dose montar el condensador da forma tumbada (capas metálicas 
2?) ó de pié (capas metálicas 28).

En la publicación citada se ha explicado en 
detalle el procedimiento de fabricación de tales condensadores 
en detalle. La disposición de ios forros metálicos as bifiiar 
an estos condensadores, de forma que tales condensadores eon 
de inducción muy baja.

Los resultados de medida representados en lq$,;, 
diagramas se obtuvieron con condensadores apilados ó bien I*. 

estratificados con láminas de teref.talato de poiietileno de
2 ,um de espesor y 5 mm de dimensión del retículo.
^ . *El diagrama según la figura 7 muestra la de­

pendencia exponencial da la temperatura del tratamiento térmi­
co con respecto a la duración en el tiempo del tratamiento

* * r
térmico. En las abscisas se han llevado ios tiempos, mientras" 
que en las ordenadas se han dado las temperaturas en °C. Laá***[ 
temperaturas ó bien.los tiempos, que se encuentran en la zona**' 

rayada, conducen a grados de cristalización superiores ai 50%.
El diagrama mostrado en la figura 8 represen­

ta la función de la capacidad con respecto a la posición dei 

condensador madre en ai condensador de partida durante la fa­
bricación- de los condensadores apilados ó bien estratificados.

Las abscisas muestran la sucesión de los con­

densadoras madre sobre el tambor en el conteo desde el inte­
rior hacia el exterior.

Sobre las ordenadas se han representado las 
capacidades en nf.

La curva A muestra los valores iniciales de 

condensadoras que se trocearon con el mismo número de capa y j
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con la wisma longitud y que, por lo tanto, tienen prácticamen­
te el mismo volumen.

La curva A dá los valores iniciales antes del 
tratamiento adicional. La curva & corresponde a un tratamien­
to térmico #e 6 horas de tiempo de mantenimiento a 180°C. La 
curva C corresponde a un tratamiento térmico de 1,5 horas a 

224**C. La curva 0 corresponde a un tratamiento térmico de 2 ho ­
ras a 249°C. La curva D corresponde a la forma preferida da 
realización de la presente invención.

La curva 0 muestra claramente que independiad^*,
*  +  *

temente del número de la capa del condensador madre, pueden 
conseguirse condensadores con una capacidad con una dispersión' 
sólo ligera.

El diagrama de la figura 9 muestra la depen-
* + e + + .

dencia de la variación de la capacidad (ordenadas) por el
4 +

tratamiento térmico adicional según la presente invención. Sfd*'
bre las abscisas sa han llevado laa temperaturas de tratamiétt-

o !to en C. **!
La curva E corresponda al condensador madre 

qua estaba dispuesto en el octavo lugar, contado desde al in­

terior, an el Condensador de partida, la curva f corresponde 
ai noveno condensador madre, la curva C corresponde ai sépti­

mo condensador y la curva M corresponda a los condensadores 
madre 3 y 5.

Las zonas indicadas con números romanos igual­

mente en la dirección de las abscisas, muestran que en la 

zona I, es decir a temperaturas de hasta 180°c, no se produce 
une modificación de la estructura cristalina. La variación de 
la capacidad de aproximadamente un 3 % en este margen de tem­

peratura 1 se debe el secado del dieléctrico durante al tra-
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15

tamianto térmico.
En el margen de temperatura Ií, es decir a 

temoeraturas de 180 a 225̂ *C, se produce una reducción sensible 
de la capacidad, que se debe a una transformación da la estruc­
tura cristalina con el resultado de una reducción de la cons- . 
te dieléctrica.

En el margen da temperatura IH, es decir a

temperaturas de 225 a 250°C aumenta la capacidad, dado que de­
bido a la mayor contracción se eliminan las oclusiones de aí^e^
Estas oclusiones de aire juegan, en el caso de láminas aspe- ̂

* $ *
cialtsanta delgadas, un papel especial yá que no solamente se 

modifica la capacidad sino porque, en particular, en el pro­
ceso de soldadura por estañado cuando se emplea como elemento 
componente de chip, estas oclusiones de aíre contribuyen tam­
bién a la carga.del condensador.

En el margen de temperatura IV, es decir a *1. 
temperaturas superiores a 250°C se presenta una reducción mu^/.r 
marcada de la capacidad, que se debe a la fusión del material-, 
dieléctrico.

El diagrama según la figura 10 muastra la me­

jora del factor da pérdida tag ^  (ordenadas) en función de la 

temperatura dal tratamiento térmico.
Las cruces corresponden al condensador madre 

que se encuentra en el quinta lugar contado desde el interior 

en el condensador de partida, ios cuadrados, triángulos ó bien 
anillos corresponden a los condensadores madre situados en 
ios lugares 7, 8 ó bién 9*.

En al margen da temperatura III se consigue 
una reducción de los factores de pérdida desde valores próxi­
mos * á hasta valorea próximos ó inferioras a 3, frente a con­
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densadores no tratados térmicamente á tratadas térmicamente 
sólo en pequeña proporción.

Oescrita suficientemente la naturaleza del in­
vento, asf como la manera de realizarlo en la práctica, debe 
hacerse constar que las disposiciones anteriormente indicadas 
son Susceptibles de modificaciones de detalle, an cuanto no 
altaren su principio fundamental.

.* *.*
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REIVINDICACIONES
í.- Condensador eléctrico, caracterizado porque com­

prende capas de dieléctrico (3, 4), dotadas al menos por un ladc 
con capas metálicas como forros metálicos (1, 2) constituidas 
de tereftalato de polietileno parcialmente cristalizado y pre- 
contraido, en el que se han conectado de forma eléctricamente 
conductora los forros metálicos (1, 2) alternativamente con ca­
pas metálicas de polos opuestos (10, 11, 14, 15, 18, 19) dis­
puestas sobre las superficies frontales (5 ,  6, 12, 12, 16, 17)-*' 

10 del cuerpo del condensador (7 ,  8, 9) especialmente por encaja^' 
y en el que las capas del dieléctrico (3, 4) se han dispuesto 
en forma de un apilado (7 , 8 ) ,  ó se han conformado a modo de'nqí 
devanado (9) aplanado por compresión, ascendiendo el grado de 
cristalización de las capas del dieléctrico (3, 4) de tereftalen­
to de polietileno asciende al 50 % como mínimo, especialmente.* 
al 55 % como mínimo, medido por análisis térmico diferencial ,pa.i 
ra la determinación de la entalpia del punto de fusión. *„* *

2.- Condensador eléctrico; tal y como queda substan 
ctalmente descrito en la presente Memoria, e ilustrado en los 

20 dibujos adjuntos.
Esta-Memoria consta de 17 hojas escritas a máquina 

por una sola cara.  ̂ M  JUÍ H#?
Madrid,

. SIEMENS AKTIBNGESELLSCHAFT, de 
Berlin y Munchen.
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